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直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 16 年 度 8 ，4 0 ，（X 旧 0 8 ，4 0 0 ，0（泊
平 成 17 年 度 3 ，6 （泊 ，∝ X ） 0 3 ，6（カ ，（X 氾










































































































































































































3・Substrate orientation dependence of first－　and second－OXide－layer growth kinetics：
COmParisonbetweenSi（（犯1）2×1andSi（111）7×7surfaces
S．OgawaandY．Takakuwa














































TOUR ： Tohoku University Repository 
コメント・シート 
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